Pielikums Nr.2.2.

 Nolikumam ID Nr. RTU-2017/72

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS, FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(Pasūtītāja Tehniskās specifikācija, Pretendenta Tehniskais, Finanšu piedāvājums)

Atklātam konkursam “Optisko komponenšu iegāde ERAF projekta “Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/197, ietvaros” un elektronikas komponenšu iegāde RTU vajadzībām”, ID Nr.: RTU ‑ 2017/72

Iepirkuma daļā Nr.2 “Elektronikas komponentes”

	Nr.
	Nosaukums
	Tehniskā specifikācija
	Vienības
	Apjoms
	Tehniskais piedāvājums (Pretendenta piedāvātās preces nosaukums, apraksts, kataloga lpp.nr., ja nepieciešams. Ja tiek piedāvāta ekvivalenta prece, precīzi norādāms tās nosaukums un informācija, pēc kuras Pasūtītājs var pārliecināties, ka prece ir ekvivalenta prasītajai)
	Cena (bez PVN) EUR par visu apjomu

	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g

	1.
	Gallija nitrīda (GaN) MOSFET tranzistors 1
	1.1.Spriegums
	Ne mazāk kā U=100 V
	gab.
	50
	
	

	
	
	1.2.Maksimālā strāva
	Vismaz I=90 A 
	
	
	
	

	
	
	1.3.Pretestība Rds(on)
	Ne vairāk kā Rds(on)=18 mOhm
	
	
	
	

	
	
	1.4.Aizvara lādiņš (total gate charge)
	Ne vairāk kā QG=12 nC
	
	
	
	

	2.
	Gallija nitrīda (GaN) MOSFET tranzistors 2
	2.1.Spriegums
	Ne mazāk kā U=650 V
	gab.
	50
	
	

	
	
	2.2.Maksimālā strāva
	Vismaz I=30 A 
	
	
	
	

	
	
	2.3.Pretestība Rds(on)
	Ne vairāk kā Rds(on)=55 mOhm
	
	
	
	

	
	
	2.4.Aizvara lādiņš (total gate charge)
	Ne vairāk kā QG=7 nC
	
	
	
	

	3.
	Pustilta draivers (2 draiveri vienā korpusā) GaN tranzistoriem 1
	3.1.Barošanas spriegums
	U=4.5 – 5.5 V
	gab.
	50
	
	

	
	
	3.2.Izejas strāva
	Vismaz I=5 A 
	
	
	
	

	
	
	3.3.Kanālu skaits
	2
	
	
	
	

	4.
	Draivers 2
	4.1.Barošanas spriegums
	U=6.5-30 V
	gab.
	50
	
	

	
	
	4.2.Laika kavējums
	Ne vairāk 60 ns
	
	
	
	

	
	
	4.3.Kanālu skaits
	1
	
	
	
	

	
	
	4.4.Barošanas spriegums
	U=6.5-30 V
	
	
	
	

	5.
	Polipropilēna kondensators 1
	5.1.Kapacitāte
	2.2 µF
	gab.
	25
	
	

	
	
	5.2.Kapacitātes pielaidība
	±10%
	
	
	
	

	
	
	5.3.Spriegums
	630 VDC un 400VAC
	
	
	
	

	
	
	5.4.Augstums
	Līdz 39.5 mm
	
	
	
	

	
	
	5.5.Platums
	Līdz 20 mm
	
	
	
	

	
	
	5.6.Garums
	Līdz 41.5 mm
	
	
	
	

	6.
	Polipropilēna kondensators 2
	6.1.Kapacitāte
	60 µF
	gab.
	20
	
	

	
	
	6.2.Kapacitātes pielaidība
	±10%
	
	
	
	

	
	
	6.3.Spriegums
	800 V
	
	
	
	

	
	
	6.4.Augstums
	Līdz 50 mm
	
	
	
	

	
	
	6.5.Platums
	Līdz 35 mm
	
	
	
	

	
	
	6.6.Garums
	Līdz 57.5 mm
	
	
	
	

	
	
	6.7.Temperatūras diapazons
	-40...+105 °C
	
	
	
	

	
	
	6.8.Kapacitāte
	60 µF
	
	
	
	

	
	
	6.9.Kapacitātes pielaidība
	±10%
	
	
	
	

	7.
	Diode 1
	7.1.Spriegums
	U=1200 V
	gab.
	50
	
	

	
	
	7.2.Strāva
	Vismaz I=60 A 
	
	
	
	

	
	
	7.3.Aizvēršanas laiks
	T=480ns ±10 %
	
	
	
	

	
	
	7.4.Sprieguma kritums
	U=1.4 V ±10 % 
	
	
	
	

	
	
	7.5.Korpuss
	TO-247
	
	
	
	

	8.
	Diode 2 (Silīcija karbīda Šotki (Schottky) diode)
	8.1.Spriegums
	U=1200 V
	gab.
	50
	
	

	
	
	8.2.Strāva
	Vismaz I=8.5 A 
	
	
	
	

	
	
	8.3.Sprieguma kritums
	Ne vairāk kā U=1.8 V pie t=25°C
	
	
	
	

	
	
	8.4.Korpuss
	TO-220
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Diode 3 (Silīcija karbīda Šotki (Schottky) diode)
	9.1.Spriegums
	U=1200 V
	gab.
	50
	
	

	
	
	9.2.Strāva
	Vismaz I=11 A pie t=135 °C 
	
	
	
	

	
	
	9.3.Sprieguma kritums
	Ne vairāk kā U=1.8 V pie t=25 °C
	
	
	
	

	
	
	9.4.Korpuss
	TO-220
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Silīcija karbīda MOSFET tranzistors
	10.1.Spriegums
	UDS=1200 V
	gab.
	30
	
	

	
	
	10.2.Strāva
	ID=31.6 A pie t=25°C 
	
	
	
	

	
	
	10.3.Pretestība
	RDS(on)=80 mΩ 
	
	
	
	

	
	
	10.4.Korpuss
	TO-247
	
	
	
	

	11.
	Induktors 1
	11.1.Maksimālā  pretestība
	Ne vairāk kā 0.0062 Ω
	gab.
	20
	
	

	
	
	11.2.Induktivitāte
	40 µH 
	
	
	
	

	
	
	11.3.Efektīvā strāva
	Vismaz 26A
	
	
	
	

	
	
	11.4.Piesātinājuma strāva
	Vismaz 20 A
	
	
	
	

	12.
	Induktors 2
	12.1.Maksimālā  pretestība
	Ne vairāk kā 0.00385 Ω
	gab.
	20
	
	

	
	
	12.2.Induktivitāte
	22 µH 
	
	
	
	

	
	
	12.3.Efektīvā strāva
	Vismaz 34 A
	
	
	
	

	
	
	12.4.Piesātinājuma strāva
	Vismaz 26 A
	
	
	
	

	13.
	Emaljēts vīts vara vads 1. (No angļu val. Litz wire)
	13.1.Vada tips 
	Emaljēts vara vadu vijums
	gab.
	5
	
	

	
	
	13.2.Šķērsgriezums
	0.94 mm2
	
	
	
	

	
	
	13.3.Garums
	Vismaz 24 m.
	
	
	
	

	
	
	13.4.Maksimālā strāva
	Vismaz 3.3 A
	
	
	
	

	
	
	13.5.Darba temperatūra
	minimālā darba temperatūra ne sliktāk kā -20°C;

maksimālā darba temperatūra ne sliktāk kā +130°C
	
	
	
	

	14.
	Emaljēts vīts vara vads 2. (No angļu val. Litz wire)
	14.1.Vada tips 
	Emaljēts vara vadu vijums
	gab.
	5
	
	

	
	
	14.2.Šķērsgriezums
	0.24 mm2
	
	
	
	

	
	
	14.3.Garums
	Vismaz 96 m.
	
	
	
	

	
	
	14.4.Maksimālā strāva
	Vismaz 0.84 A
	
	
	
	

	
	
	14.5.Darba temperatūra
	minimālā darba temperatūra ne sliktāk kā -20°C;

maksimālā darba temperatūra ne sliktāk kā +130°C
	
	
	
	

	15.
	Emaljēts vīts vara vads 3. (No angļu val. Litz wire)
	15.1.Vada tips 
	Emaljēts vara vadu vijums
	gab.
	5
	
	

	
	
	15.2.Šķērsgriezums
	0.47 mm2
	
	
	
	

	
	
	15.3.Garums
	Vismaz 48 m
	
	
	
	

	
	
	15.4.Maksimālā strāva
	Vismaz 1.8 A
	
	
	
	

	
	
	15.5.Darba temperatūra
	minimālā darba temperatūra ne sliktāk kā -20°C;

maksimālā darba temperatūra ne sliktāk kā +130°C
	
	
	
	

	16.
	Pārveidotājs 1
	16.1.Jauda
	Vismaz 2W
	gab.
	50
	
	

	
	
	16.2.Ieejas spriegums
	12 VDC
	
	
	
	

	
	
	16.3.Izejas spriegums
	5 VDC
	
	
	
	

	
	
	16.4.Izejas strāva
	Vismaz 133 mA
	
	
	
	

	
	
	16.5.Izolācijas spriegums
	Vismaz 1000 VDC
	
	
	
	

	
	
	16.6.Lietderības koeficients
	Ne mazāk kā 70%
	
	
	
	

	17.
	Pārveidotājs 2
	17.1.Jauda
	Vismaz 10 W
	gab.
	10
	
	

	
	
	17.2.Ieejas spriegums
	9...18 VDC
	
	
	
	

	
	
	17.3.Izejas spriegums 1
	24 VDC
	
	
	
	

	
	
	17.4.Izejas strāva
	42…420 mA
	
	
	
	

	
	
	17.5.Izolācijas spriegums
	Vismaz 1000 VDC
	
	
	
	

	18.
	Pārveidotājs 3
	18.1.Jauda
	Vismaz 1W
	gab.
	40
	
	

	
	
	18.2.Ieejas spriegums
	18...36 VDC
	
	
	
	

	
	
	18.3.Izejas spriegums
	5 VDC
	
	
	
	

	
	
	18.4.Izejas strāva
	Vismaz 0.2 A
	
	
	
	

	19.
	Pārveidotājs 4
	19.1.Jauda
	Vismaz 1W
	gab.
	70
	
	

	
	
	19.2.Ieejas spriegums
	12 VDC
	
	
	
	

	
	
	19.3.Izejas spriegums
	15 VDC
	
	
	
	

	
	
	19.4.Izejas strāva
	Vismaz 66 mA
	
	
	
	

	
	
	19.5.Izolācijas spriegums
	Vismaz 1000 VDC
	
	
	
	

	
	
	19.6.Lietderības koeficients
	Ne mazāk kā 80%
	
	
	
	

	20.
	Siltumvadošā izolācijas pasta
	20.1.Siltuma vadītspēja
	vismaz 0.8W/mK
	gab.
	4
	
	

	
	
	20.2.Dielektriskais stiprums
	10 kV/mm
	
	
	
	

	
	
	20.3.Konsistence
	Pasta
	
	
	
	

	
	
	20.4.Darba temperatūra
	minimālā darba temperatūra ne sliktāk kā -40°C;

maksimālā darba temperatūra ne sliktāk kā +200°C
	
	
	
	

	
	
	20.5.Tilpums 
	Ne mazāk kā 90 ml
	
	
	
	

	21.
	Siltumvadošā izolācijas plēve
	20.1.Siltuma pretestība 
	Līdz 3.7 K/W
	gab.
	30
	
	

	
	
	20.2.Siltuma vadītspēja
	vismaz 0.37 W/mK
	
	
	
	

	
	
	20.3.Materiāla biezums
	Ne vairāk kā 0.127 mm
	
	
	
	

	
	
	20.4.Darba temperatūra
	minimālā darba temperatūra ne sliktāk kā -30°C;

maksimālā darba temperatūra ne sliktāk kā +125°C
	
	
	
	

	
	
	20.5.Dielektriskais stiprums
	5000 VAC
	
	
	
	

	
	
	20.6.Izmēri
	Vismaz 50x50mm
	
	
	
	

	22.
	Drošības kontaktligzda 1
	21.1.Diametrs/Izmērs
	4 mm
	gab.
	50
	
	

	
	
	21.2.Krāsa 
	Sarkana
	
	
	
	

	
	
	21.3.Nominālais spriegums
	1000 V
	
	
	
	

	
	
	21.4.Strāva
	Līdz 24 A
	
	
	
	

	
	
	21.5.Kontaktu materiāls
	Apzeltīts misiņš
	
	
	
	

	
	
	21.6.Darba temperatūra
	minimālā darba temperatūra ne sliktāk kā -10°C;

maksimālā darba temperatūra ne sliktāk kā +70°C
	
	
	
	

	23.
	Drošības kontaktligzda 2
	23.1.Diametrs/Izmērs
	4 mm
	gab.
	50
	
	

	
	
	23.2.Krāsa 
	Melna
	
	
	
	

	
	
	23.3.Nominālais spriegums
	1000 V
	
	
	
	

	
	
	23.4.Strāva
	Līdz 24 A
	
	
	
	

	
	
	23.5.Kontaktu materiāls
	Apzeltīts misiņš
	
	
	
	

	
	
	23.6.Darba temperatūra
	minimālā darba temperatūra ne sliktāk kā -10°C;

maksimālā darba temperatūra ne sliktāk kā +70°C
	
	
	
	

	24.
	Signālu kontaktligzda (sievišķā)
	24.1.Solis starp kontaktiem
	2.54 mm
	gab.
	50
	
	

	
	
	24.2.Savienojumu izvietojums
	2 rindas
	
	
	
	

	
	
	24.3.Kontaktu skaits
	2x5
	
	
	
	

	
	
	24.4.Nominālais spriegums
	100 VAC/DC
	
	
	
	

	
	
	24.5.Strāva
	vismaz 2 A
	
	
	
	

	25.
	Signālu kontaktligzda 1 (vīrišķā)
	25.1.Solis starp kontaktiem
	2.54 mm
	gab.
	75
	
	

	
	
	25.2.Savienojumu izvietojums
	2 rindas
	
	
	
	

	
	
	25.3.Kontaktu skaits
	2x5
	
	
	
	

	
	
	25.4.Strāva
	vismaz 2 A
	
	
	
	

	26.
	Signālu kontaktligzda 2 (vīrišķā)
	26.1.Solis starp kontaktiem
	2.54 mm
	gab.
	50
	
	

	
	
	26.2.Savienojumu izvietojums
	2 rindas
	
	
	
	

	
	
	26.3.Kontaktu skaits
	2x10
	
	
	
	

	
	
	26.4.Strāva
	vismaz 1 A
	
	
	
	

	27.
	Virsmas montāžas strāvas sensors 1
	27.1.Strāva
	Vismaz 50 A 
	gab.
	40
	
	

	
	
	27.2.Barošanas spriegums
	3.1 – 3.5 V
	
	
	
	

	
	
	27.3.Reaģēšanas laiks
	57 µs... 6.2 ms 
	
	
	
	

	28.
	Virsmas montāžas strāvas sensors 2
	28.1.Strāva
	Vismaz 25 A 
	gab.
	30
	
	

	
	
	28.2.Barošanas spriegums
	3.1 – 3.5 V
	
	
	
	

	
	
	28.3.Reaģēšanas laiks
	57 µs... 6.2 ms 
	
	
	
	

	
	
	28.4.Augstums
	Ne vairāk kā 1mm
	
	
	
	

	29.
	Mikroprocesors
	29.1.Datu kopnes platums 
	8 biti
	gab.
	5
	
	

	
	
	29.2.Datu RAM izmērs
	32 KB, 64 KB, 128 KB
	
	
	
	

	
	
	29.3.Izvadu korpuss
	MQFP-80
	
	
	
	

	
	
	29.4.Spriegums
	4.5-5.5 V
	
	
	
	

	
	
	29.5.Interfeisa tips
	UART
	
	
	
	

	
	
	29.6.Ieeju/izeju skaits
	32
	
	
	
	

	
	
	29.7.Darba strāva pie 16 MHz
	36 mA 
	
	
	
	

	
	
	29.8.Izejas barošanas strāva
	75 mA
	
	
	
	

	
	
	29.9.Oscilatora frekvence
	Min 1MHz max 16 MHz
	
	
	
	

	30.
	5 V precizitātes reference
	30.1.Ieejas spriegums 
	40 V
	gab.
	10
	
	

	
	
	30.2.Ieejas/izejas sprieguma diferenciālis
	35 V
	
	
	
	

	
	
	30.3.Izejas īsslēguma laiks
	Uin=35V…līdz.10 sek

Uin  ≤ 20.....nenoteikts
	
	
	
	

	
	
	30.4.Barošanas strāva
	1.2-1.5 mA
	
	
	
	

	
	
	30.5.Darba temperatūras diapazons
	minimālā darba temperatūra ne sliktāk kā -55°C;

maksimālā darba temperatūra ne sliktāk kā +125°C
	
	
	
	

	31.
	IGBT tranzistors ar virknē slēgtu diodi (Boost chopper). Ar iebūvētu temperatūras sensoru
	31.1.Spriegums
	UCES ne mazāk kā 1200 V
	gab.
	4
	
	

	
	
	31.2.Kolektora strāva
	Ic ne mazāk kā 75 A pie t=80°C 
	
	
	
	

	
	
	31.3.IGBT Dinamiskie raksturlielumi (maksimālie pieļaujamie) pie 125°C 
	Ieslēgšanās aizkavējums Td(on) ne vairāk kā 285 ns

Pieauguma laiks Tr ne vairāk kā 50 ns 

Ieslēgšanās enerģijas zudumi Eon ne vairāk kā 7 mJ

Izslēgšanās enerģijas zudumi Eoff ne vairāk kā 8.1 mJ
	
	
	
	

	
	
	31.4.Virknē slēgtās diodes raksturlielumi (maksimālie pieļaujamie) pie 125°C
	Spriegums ne mazāk kā 1200V

Strāva 100A (pie 80 °C )

Negatīvā strāva 500 µA

Sprieguma kritums (pie 100A) 1.6 V

Aizvēršanās laiks (pie 100A un 600V) ne vairāk kā 280 ns

Aizvēršanās enerģija (pie 100A un 600V) ne vairāk kā 9 mJ

Aizvēršanās lādiņš (pie 100A un 600V) ne vairāk kā 18 µC
	
	
	
	

	
	
	31.5.Sensors
	Iebūvēts temperatūras sensors
	
	
	
	

	32.
	3-fāzu IGBT tranzistoru modulis
	32.1.Spriegums
	UCE ne mazāk kā 600 V
	gab.
	5
	
	

	
	
	32.2.Kolektora strāva
	Ic ne mazāk kā 11 A 
	
	
	
	

	
	
	32.3.Sprieguma kritums
	Ne vairāk kā 2.1 V
	
	
	
	

	
	
	32.4.IGBT Dinamiskie raksturlielumi (maksimālie pieļaujamie) pie 150°C 
	Ieslēgšanās aizkavējums Td(on) ne vairāk kā 54 ns

Pieauguma laiks Tr ne vairāk kā 24 ns

Izslēgšanās aizkavējums Td(off) ne vairāk kā 161 ns

Izslēgšanās laiks Tf ne vairāk kā 244 ns

Kopējie pārslēgšanās enerģijas zudumi Ets=0.60 mJ
	
	
	
	

	33.
	3-fāzu IGBT tranzistoru modulis
	33.1.Spriegums
	UCE ne mazāk kā 600 V
	gab.
	6
	
	

	
	
	33.2.Kolektora strāva
	Ic ne mazāk kā 7 A 
	
	
	
	

	
	
	33.3.Spriegum kritums
	ne vairāk kā 2.2 V
	
	
	
	

	
	
	33.4.IGBT Dinamiskie raksturlielumi (maksimālie pieļaujamie) pie 150°C 
	Ieslēgšanās aizkavējums Td(on) ne vairāk kā 42 ns

Pieauguma laiks Tr ne vairāk kā 22 ns

Izslēgšanās aizkavējums Td(off) ne vairāk kā 120 ns

Izslēgšanās laiksTf ne vairāk kā 250 ns

Kopējie pārslēgšanās enerģijas zudumi Ets ne vairāk kā 0.35 mJ
	
	
	
	

	34.
	3-fāzu IGBT tranzistoru modulis
	34.1.Spriegums
	UCE ne mazāk kā 600 V
	gab.
	5
	
	

	
	
	34.2.Kolektora strāva
	Ic=13 A 
	
	
	
	

	
	
	34.3.Spriegum kritums
	ne vairāk kā 2.2 V
	
	
	
	

	
	
	34.4.IGBT Dinamiskie raksturlielumi (maksimālie pieļaujamie) pie 150°C 
	Ieslēgšanās aizkavējums Td(on) ne vairāk kā 41 ns

Pieauguma laiks Tr ne vairāk kā 16 ns

Izslēgšanās aizkavējums Td(off) ne vairāk kā 110 ns

Izslēgšanās laiksTf ne vairāk kā 230 ns

Kopējie pārslēgšanās enerģijas zudumi Ets ne vairāk kā 0.52 mJ
	
	
	
	

	35.
	Akselerometrs un inklinometrs
	35.1.Spriegums
	2.7 – 5.25 V
	gab.
	15
	
	

	
	
	35.2.Strāvas patēriņš
	Ne vairāk kā 1 mA
	
	
	
	

	
	
	35.3.Jutības asis
	XYZ
	
	
	
	

	
	
	35.4.Mehāniskā šoka izturība
	5000g
	
	
	
	

	
	
	35.5.Augstums
	ne vairāk kā 5 mm
	
	
	
	

	
	
	35.6.Platums
	ne vairāk kā 5 mm
	
	
	
	

	
	
	35.7.Garums
	ne vairāk kā 1.2 mm
	
	
	
	

	36.
	Optiski izolēts sprieguma sensors
	36.1.Barošanas spriegums
	3-5.5 V
	gab.
	30
	
	

	
	
	36.2.Frekvenču joslas platums
	Vismaz 100 KHz
	
	
	
	

	
	
	36.3.Barošanas strāva
	Līdz 15 mA
	
	
	
	

	
	
	36.4.Korpusa tips
	SSO-8
	
	
	
	


Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Ekvivalences skaidrojums precei – par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

Piedāvātajā cenā pretendents iekļauj:

· preču piegādes izmaksas;

· visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN);

· visi iespējamies riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā iepirkuma līguma izpildes laikā.

· citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam un ir saistītas ar iepirkuma priekšmetu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________
2

